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L. HOZER: Wptyw CoO i Mn,03na wtasno sci elektryczne tworzywa warystorowego na
bazie ZnO

W pracy opisano badania wiasnosci elektrycznych — wspéiczynnika nieliniowosci «
i napiecia charakterystycznego —tworzyw warystorowych na bazie ZnO o zmiennej za-
wartosci dodatkéw CoO i Mn,0;. Wyniki sg dyskutowane w oparciu o analizg procesu
tworzenia sig barier potencjalu na granicach ziarn ZnO.

S. tABUZ,W.PROSZAK, J. ZMIJA: Oddziatywanie pro mieni UV z krysztatamizwiaz kow
glicyny

W pracy tej przedstawiono wyniki badan absorpcji promieniowania nadfioletowego
w krysztalach TGS, TGSe, DGSAS i DGSeASe. W oparciu o wyznaczon g krawedz abso-
rpcji wyliczono szeroko$é pasma wzbronionego badanych krysztaléw. Ustalono, ze
krawedz absorpcji zwigzana jest z przejSciami miedzy orbitalami molekularnymi grup
S =0Se=1

S. PIETRUSZKO: Amorficzny krzem w mikroelektronice

Artykul omawia osiggniecia w dziedzinie fizyki i technologii amorficznego krzemu.
Przedyskutowano zalety tego materiatu z punktu widzenia jego podstawowych wias-
ciwosci fizycznych i zastosowan. Przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju
cienkowarstwowych przyrzadow elektronowych takich jak przetworniki fotowoltaiczne,
tranzystory cienkowarstwowe, ukiady logiczne, przetworniki obrazu, fotodetektory
iinne.
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L.HOZER: Influence of CoO and Mn,050n electrical prop erties of metal oxide varistors
Electrical properties (nonlinearity coefficient and breakdown voltage) of metal oxide
varistors with different content of CoO and Mn,0; are investigated. Results are discus-

sed on the basis of an analysis of potential barriers creation process on the ZnO grain
boundary.

S. tABUZ, W. PROSZAK, J. ZMIJA: The interaction of UV radiation to glycin familly
crystals

Ultraviolet absorption of TGS, TGSe, OGSAS and DGSeASe, crystals has been investi-
gated. Basing on absorption adges the gape bands of these crystals are calculated. It
has been estimated that absorption adge is canected to pass between molecular states
in S =0 and Se =0 groups.

S. PIETRUSZKO: Amorphous silicon in microelectronics

Developments in physics and technology of amorphous silicon are reviewed. First,
some unique advantages of this material are discussed from the point of view of its
basic physical properties and its technological applications. The present status and fu-
ture prospects of amorphous silicon thin film devices, such as solar cells, thin film
transistors, logic circuits, image sensors, folodetectors and others are discussed.
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SHAESCISIE SRR A TSN SN SERReRe SEEN TSI SR EAS, NEEE

1. XO3EP: BrusHue CoOun Mn,03Ha 3nekmpuyeckue ceoucmea memarsiiooKcuoHbIX
8apuUCMOpPO8

B pa6ote paccmotpeHbl 3nekTpuyeckune cBoncTBa (KoapduumnmeHT HENMHENHOCTU U Ha-
Nps>XXeHWe Ha BApUCTOpe) MeTannoOKCUAHbIX BapUCTOPOB C Pa3NUYyHbLIMUN COAEPXKaH-
amm CoO un Mn,0,.

Pesynbratbi o6cy>o<aanmcn; ONWUPACEL Ha aHanuMa npouecca BO3HUKHNBEHNA NOTEeHLUWa-
NeHOro 6apeepa Ha rpaHuue 3epHa OKUCK UMHKa.

C. NABY3, B. MPO UAK, 0. XMWA: lMoenowerue ynsmpaguonemogoo usnyquu,q
Kpucmaniaamu coeouHeHul enuyuHbl

B ctatbe npeactaBneHo peaynbsTatbl UCNbITaHUI NOrNOLWeHna yNTpadunoneToBoro na-
nuyeHna kpuctannamm TGS, TGSe, DGSAS n DGSeASe. Ha ocHoBe onpeaeneHna
rpaHu NOTrNOWEHNA BbIYNCNEHO WWPUHY BOCMPELEHHOW NOMOChl B UCMbITbIBAEMbIX
KpucTannax.Yc1aHOBMNeHO, 4To rpaHe abcopbumm cBA3aHa c Nepexoaom Mexay mone-
KynapHoeiMu opbutamu rpynn S =0u Se =0

C. NETPY UKO: AmopgHbIU KpemHUl 8 MUKPOINEKMPOHUKE

B pabote npeactaeneHbl nocneaHue 40CTMKeHNA B 06nacT U3nNkKn U TeXHONOrNM
aMop®dHOro KpemHua.

ObcyxaeHbl Kadectea 3TOr0 matepuana C TO4KU 3PEHUA ero puanyecknx CBOMCTB
N NPUMEHEHUN.

Oco60ro BHUMaHUA yaAeneHO BOMpPOCaM Pa3BUTUA TOHKOMMNEHOYHbIX 3NEeKTPOHH biX
npvbOpPoB, B TOM 4ucne CONHeYHbix Gatapew, TpaH3ucTopos, npeobpasosatenewt
n3obpaxerHnin n HGOTOAETEKTOPOB.
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW CNPME i ITME

dr inz. Witold Norbert JESKE
adiunkt, kierownik Pracowni Monokrystalizacji Beztyglowej
w Zakladzie Technologii Krzemu ITME

Politechnika Warszawska Instytut Inzynierii Materialowej

Promotor: dr hab. Jan KOZUBOWSKI PW IIM.

Recenzenci: doc. dr hab. Antoni MODRZEJEWSKI IBJ — Swierk,
dr hab. Aleksandra SOKOtOWSKA PW IIM,
doc. dr hab. Andrzej SZYMANSKI ITME.

Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 21 czerwca 1985 r.

WPLYW PARAMETROW KRYSTALIZACJI NA WYSTEPOWANIE DEFEKTOW
TYPU SWIRL W MONOKRYSZTAtACH KRZEMU OTRZYMYWANYCH
METODA BEZTYGLOWEGO TOPIENIA STREFOWEGO

W makroskopowo bezdyslokacyjnych monokrysztalach krzemu otrzymywanych
metodg beztyglowego topienia strefowego (F Z) obserwuje sig skupiska defektow punk-
towych zwanych defektami typu swirl. W pracy dokonano przegladu aktualnego stanu
wiedzy o defektach punktowych w Si i scharakteryzowano defekty typu swirl oraz do-
tychczasowe modele ich tworzenia sie, jak réwniez opracowano metody ujawniania
tych defektow.

Zbadano wplyw wybranych parametréw wzrostu, takich jak szybkos$c krystalizacji,
szybkos¢ obrotowakrysztalu, osiowe gradienty temperatury w krysztale oraz atmosfer
ochronnych — na tworzenie sie i rozkiad defektow swirl wkrzemie F Z. Stwierdzono wy-
stepowanie nowej odmiany mikrodefektéw bedacych forma przejsciowa pomiedzy de-
fektami B D (znanymi z literatury) i nazwano jg D'".

Na podstawie tych badan i danych literaturowych zaproponowano nowg modyfi-
kacje modelowego opisu tworzenia sig tych defektow, wktorej defekty A uznano za mi-
kropetle dyslokacyjne utworzone z atomaéw miedzyweztowychkrzemu, zas defekty B, D,
D’ za skupiska wakansow.

Opracowany model dal podstawe do zaproponowania i wdrozenia do produkcji
dwu metod wzrostu monokrysztalow krzemu F Z wolnych od defektow typu swirl.
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja MATERIAtOW ELEKTRONICZNYCH uprzejmie prosi Autorow o prze-

strzeganie podanych nizej wskazowek:

1

2.

10.

i

1z

Objetosci artykulow nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu fgcznie z ry-
sunkami i tabelami.

Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jedno-
stronnie z interlinig (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arku-
szu nie powinno by¢ wiecej niz 31 wierszy po 65 znakow. Wszystkie strony powinny
by¢ numerowane.

Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umiesz-
czone rysunki i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno, nie

w maszynopisie calego artykulu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach
i numerowac kolejno. U gory kazdej tabeli podac tytul objasniajacy.

Artykuly nalezy nadsylac w 2 egzemplarzach; powinny by¢ dolgczone kratkie stre-
szczeniaw jezyku polskim, rosyjskim i angielskim rowniez w 2 egzemplarzach, prze-
tlumaczony takze tytul artykutu.

Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
Rysunki powinny by¢ nadesiane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, leczzala-
czone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkow zawierajace teksty na-
pisoéw pod rysunkami nalezy sporzadza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artyku-
low) w 2 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywac na przezroczystej kalce tu-
szem,

. Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na bialym blyszczacym papierze fotogra-

ficznym. Numery fotografii i powiekszenie nalezy podawa¢ na odwrocie — ofow-
kiem. Numeracjg nalezy objgé¢ rysunki i fotografie lacznie. W przypadku gdy istot-
ne jest rozmieszczenie fotografii, zamieszczenie dodatkowych wskaznikow lub ska-
li— prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od fotografii do reprodukcji).
Po zakonczeniu artykuiu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajgc kolejno nazwi-
sko autora i pierwsze litery imion, peiny tytul dziela, tytul czasopisma, numer tomu
izeszytu, miejsce wydania i rok, ewentualny numer strony. Pozycje wykazu litera-
tury winny by¢é numerowane, w tekscie powolania na numer pozycji w nawiasach
kwadratowych, np [1].

Slownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci
we wzorach muszg byc zgodne z terminologig przyjetg przez Polskie Normy i Mig-
dzynarodowy Uktad Miar (SI). *

Maszynopis powinien bye¢ bezwarunkowo przejrzany i czytélnie poprawiony przez
Autora. Nazwy fonetyczne uzytych liter greckich lub innych oznaczen nalezy poda-
wac olowkiem na lewym marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych,
niezbednych skrotow, korekty stylistycznej itp.

39
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13:

14.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w , Materialach Elektronicznych’ uwazany
jest za rownoznaczny z oswiadczeniem Autora, ze praca nie byfa drukowana
ani wystana do drukowania w zadnym innym czasopiSmie krajowym lub za-
granicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ pelnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz
nazwa i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytuiu nau-
kowego lub zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przesiania hono-
rarium). W wypadku artykutu opracowanego przez zespo6t Autoréw prosimy o po-
danie procentowego udzialu autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie
dzielone na rowne czesci.
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